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Grado en Fisica (curso 2025-26)

Dispositivos Electronicos
y Nanoelectrénica

Caodigo 800544 Curso |4° | Sem.

20

Médulo

Electrénica y

Materia | p/ocesos Fisicos

Fisica Aplicada Tipo optativo

Pract./Semin.
2.5
19

Tedricos
3.5
26

Total
Créditos ECTS: 6
45

Horas presenciales

Resultados del aprendizaje (segiin Documento de Verificacion de la Titulacion)

Comprender en profundidad la Fisica y el funcionamiento de los dispositivos electrénicos
tradicionales y conocer los conceptos basicos de las implicaciones del escalado hacia la
nanoelectrénica.

Breve descripciéon de contenidos

Fisica de los dispositivos electronicos fundamentales, conceptos basicos de tecnologia
microelectronica, introduccién a la nanotecnologia.

Conocimientos previos necesarios

Conocimientos basicos de Fisica del Estado Sdlido y contenidos de la asignatura “Electronica

Fisica”

David Pastor Pastor Dpto. | EMFTEL

Profesor/a
coordinador/a

e-mail

03.207.0 dpastor@ucm.es

Despacho

Teoria/Practicas - Detalle de horarios y profesorado

Grupo

Aula Dia

Horario

Profesor

Fechas

horas | T/IP Dpto.

9:00-10:30

David Pastor Pastor

Todo el
cuatrimestre

EMFTEL

45 T/P

Tutorias

Grupo

Profesor

horarios

e-mail

Lugar

David Pastor Pastor

L, X: 10:30-12:00

dpastor@ucm.es

03.207.0
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Programa de la asignatura

Tema 1: La union PN real
0. Revision de la union PN ideal
1. Corrientes de Generacién y Recombinacion en la ZCE
2. Corrientes de alta inyeccion
3. Procesos de ruptura
4. Modelo PSPICE del diodo
5. Dispositivos basados en la union PN: Célula Solar y Diodo Emisor de Luz

Tema 2:Transistor Bipolar de Union I: Modelos y Tecnologia
1. Estructura y principio de operacion
2. Corrientes y parametros caracteristicos
3. Modelos del Transistor
4. Procesos basicos en Tecnologia Microelectronica
5. Fabricacion de Transistores Bipolares

Tema 3: Transistor Bipolar de unién II: Circuitos equivalentes
1. Caracteristicas del transistor
2. Polarizacién del transistor
3. Modelos de pequefia sefal del transistor

Tema 4: El transistor MOSFET
1. Introduccién
2. La unién Metal/Semiconductor
3. La estructura MOS
4. El transistor MOSFET
5. Dispositivos MOS
6. Tecnologia MOS
7

. Previsiones de futuro de la tecnologia MOS: de las tecnologias submicrénicas a las
nanomeétricas
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Recursos en internet

En el Campus Virtual de la UCM

Metodologia

Se desarrollaran las siguientes actividades formativas:

e |Lecciones de teoria donde se explicaran los principales conceptos de la materia,
incluyéndose ejemplos y aplicaciones.

e Clases practicas de problemas y actividades dirigidas.
En las lecciones de teoria se utilizara la pizarra y proyecciones con ordenador y transparencias.
Ocasionalmente, estas lecciones se veran complementadas con simulaciones por ordenador y
practicas virtuales, que seran proyectadas en el aula.
Se suministraran a los estudiantes series de enunciados de problemas con antelacién a su resolucion
en la clase.

Como parte de la evaluacion continua, los estudiantes tendran que hacer entregas de ejercicios tales
como problemas resueltos y trabajos especificos.

Evaluacion

Realizacion de examenes Peso: 70%

Calificacién final del apartado de realizacién de examenes: Ng,..,, comprendida entre 0 y 10.

El examen final oficial tendra cuestiones tedrico-practicas y problemas de nivel similar a los resueltos
en clase.

Otras actividades de evaluacion Peso: 30%

Para la evaluacién continua, los estudiantes tendran que hacer entregas a lo largo del curso de
ejercicios tales como problemas resueltos y/o trabajos especificos de caracter individual o en grupo.

La calificacion final de este apartado serd Noyasaciv Y €Stara comprendida entre 0 y 10.

Calificacion final

Calificacion final:

CFinal = max { 0-7NExam + 0-3N0trasActiVs NExam}

Tanto el criterio de calificaciéon final como la calificacion correspondiente a otras actividades se
mantendran en la convocatoria extraordinaria.
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